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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Schleifen eines Halbleiterwafers mit auf einer Ober-
flache ausgebildeten Kontakthéckern bzw. Bondhii-
geln, insbesondere zum Schleifen der bondhugelfrei-
en Oberflache des Halbleiterwafers, so dal} der Wa-
fer auf eine vorgegebene Dicke geschliffen werden
kann.

[0002] Wie aus Fig.8 erkennbar, kann durch
Schneiden eines Halbleiterwafers W entlang kreuz-
weise angeordneten Ritzgraben S zum Trennen des
Wafers in kleine Quadrate eine Vielzahl von Chips
oder Einzelelementen bereitgestellt werden, auf de-
nen jeweils eine integrierte Schaltkreisstruktur aus-
gebildet ist. Vor dem Vereinzeln wird die Riickseite
des Halbleiterwafers auf eine vorgegebene Dicke ge-
schliffen, um seine Warmespeicherkapazitat zu ver-
ringern. Dadurch wird auferdem die Verkleinerungs-
anforderung erfullt.

[0003] Wie aus Fig. 9 erkennbar, wird die Vordersei-
te 61 des Halbleiterwafers W auf den Aufspannteller
62 einer Schleifvorrichtung aufgelegt und angesaugt,
und auf die Riickseite 60 des Halbleiterwafers W wird
unter einem vorgegebenen Druck eine Schleifschei-
be 63 angewandt.

[0004] Das Schleifen kann auf gleiche Weise aus-
geflhrt werden, gleichgultig um welche Art von Halb-
leiterchips es sich handelt: zu kapselnde Einzelchips
fur die Oberflachenmontage, wie z. B. extrem kleine
Chipgehause (CSP) oder Chipgehause mit Létpunk-
ten (BGA) oder auf Leiterplatten zu montierende
Nacktchips.

[0005] Auf derartigen Einzelchips P sind jedoch
Bondhuigel ausgebildet, um erforderliche Anschlisse
zu ausgewahlten Elektroden in Leiterplatten herzu-
stellen. Der Halbleiterwafer W wird geschliffen, wobei
er mit seiner bondhugelfreien Rickseite nach oben
auf den Aufspannteller 62 aufgelegt wird. Da der
Halbleiterwafers W an den Aufspannteller 62 ange-
druckt wird, bricht er leicht durch die Beanspruchung,
was durch die Bondhigel als Gegenkraft zu dem
Schub verursacht wird, der dem Halbleiterwafer W
durch die Schleifscheibe 63 erteilt wird.

[0006] Bei einem Versuch, den Bruch des Halblei-
terwafers zu verhindern, wird auf die Vorderseite des
Halbleiterwafers W ein Klebeband 64 aufgebracht,
wodurch die Bondhtigel in der Dicke der Klebstoff-
schicht versenkt werden kdénnen, wie aus Fig. 10 er-
kennbar. Ein derartiges Verfahren wird in
JP-A-04-297 056 beschrieben. Die unglinstige Wir-
kung kann jedoch durch Ruckgriff auf diese Maf3nah-
me nicht vollig abgeschwacht werden, und noch
schlimmer ist, dal® nach Entfernen des Bands 64 von
dem Halbleiterwafer der Klebstoff dazu neigt, mehr

oder weniger auf dem Halbleiterwafer W zurtickzu-
bleiben, wodurch die Qualitat der Einzelchips erheb-
lich vermindert wird.

[0007] Nach dem Bonden der Bondhligel an ausge-
wahlte Elektroden einer Leiterplatte wird der Zwi-
schenraum zwischen der Leiterplatte und dem Ein-
zelchip gewohnlich mit Harz gefullt, wodurch die
Kombination aus Einzelchip und Leiterplatte verfes-
tigt wird. Um sicherzustellen, dal} zwischen jedem
Bondhtigel und der Gegenelektrode eine gute elekitri-
sche Verbindung hergestellt wird, mu} der Bondhi-
gel 0,09 mm hoch sein; um aber die Méglichkeit eines
Bruchs des Halbleiterwafers weitgehend zu verrin-
gern, mufl® der Bondhigel eine Hohe von 0,05 mm
oder weniger aufweisen. Ungunstigerweise ist diese
Notwendigkeit eine Ursache fur unvollstandiges Bon-
den zwischen Bondhugeln und Elektroden und fuhrt
zu Unterbrechungen zwischen Leiterplatte und Ein-
zelchips.

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
besteht darin, ein verbessertes Verfahren zum
Schleifen von Halbleiterkérpern bereitzustellen. Die-
se Aufgabe wird mit dem Gegenstand der Anspriiche
gelost.

[0009] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung ist die
Bereitstellung eines Verfahrens zum Schleifen von
Halbleiterkérpern, ohne einen Bruch am Halbleiter-
wafer oder eine Verunreinigung mit Klebstoff zu ver-
ursachen, obwohl Bondhligel verwendet werden, die
hoch genug sind, um ein gutes Bonden zwischen
Bondhtigeln und Elektroden sicherzustellen.

[0010] Ein erfindungsgemalies Verfahren zum
Schleifen von Halbleiterkdrpern weist die folgenden
Schritte auf: Trennen bzw. Vereinzeln eines Halblei-
terwafers mit auf einer Oberflache ausgebildeten
Bondhugeln in separate Einzelchips; Auflegen der
Chips auf eine Leiterplatte mit ihrer flachen, bondh-
gelfreien Oberflache nach oben; Bonden jedes Ein-
zelchips an einen ausgewahlten Bereich der Leiter-
platte mittels seiner Bondhtigel, auf diese Weise Aus-
bilden einer Chip-Leiterplatte-Kombination; und Fi-
xieren der Chip-Leiterplatte-Kombination auf dem
Aufspannteller einer Schleifvorrichtung, um die fla-
chen, bondhigelfreien Oberflachen der Einzelchips
zu schleifen, bis sie eine vorgegebene geringere Di-
cke aufweisen.

[0011] Die Leiterplatte kann eine Platte sein, deren
Oberflache fiir die Montage von Elektronikteilen und
Bauelementen vorgesehen ist.

[0012] Nach dem Bonden der Einzelchips an die
Leiterplatte werden ihre flachen, bondhigelfreien
Oberflachen geschliffen, und daher wird die Kraft, die
durch die Schleifscheibe auf jeden Einzelchip ausge-
ubt wird, Uber die gesamte Oberflache der Leiterplat-
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te verteilt und auf diese Weise ein Bruch des Einzel-
chips verhindert, der sonst verursacht wirde, indem
man eine Eingrenzung der Kraft auf die Bondhugel
des Einzelchips zuliel3e. Eine Verunreinigungsquelle,
wie z. B. ein Klebstoff, ist nicht vorhanden, und die
Hoéhe der Bondhuigel braucht nicht verringert zu wer-
den, um einen Bruch des Halbleiterwafers zu verhin-
dern.

[0013] Alle Einzelchips des Halbleiterwafers kénnen
gleichzeitig auf die gleiche Dicke geschliffen werden,
und daher ist sichergestellt, daf alle Einzelchips die
gleiche Dicke aufweisen, wie fir die Endprodukte er-
forderlich.

[0014] Das Schleifen von Einzelchips erfolgt nach
dem Vereinzeln, und daher kénnen winzige Spane,
die beim Vereinzeln erzeugt wurden, wahrend des
Schleifens von den Einzelchips entfernt werden.

[0015] Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachstehenden Be-
schreibung einer bevorzugten Ausfihrungsform ei-
nes erfindungsgemalen Schleifverfahrens fur Halb-
leiterkorper verstandlich, die in beigefiigten Zeich-
nungen dargestellt ist.

[0016] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Trenn- bzw. Vereinzelungsvorrichtung, auf die
das Schleifverfahren gemaR der vorliegenden Erfin-
dung angewandt werden kann;

[0017] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht eines Halbleiter-
wafers, der durch die Vereinzelungsvorrichtung ge-
mal Fig. 1 vereinzelt werden soll;

[0018] Fig.3 zeigt eine Seitenansicht einer
CSP-Leiterplatte (Leiterplatte fiir extrem kleine Chip-
gehause) mit darauf gebondeten Einzelchips;

[0019] Fig. 4 zeigt eine ahnliche Seitenansicht der
CSP-Leiterplatte, deren Zwischenraum zwischen
Einzelchips und Leiterplatte mit Harz gefillt ist;

[0020] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht der
CSP-Leiterplatte, deren Zwischenraum zwischen
Einzelchips und Leiterplatte mit Harz gefillt ist;

[0021] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Hauptschleifteils der Schleifvorrichtung;

[0022] Fig. 7 zeigt die Konstruktion der Schleifvor-
richtung,

[0023] Fig. 8 zeigt eine Draufsicht eines Halbleiter-
wafers;

[0024] Fig. 9 veranschaulicht, wie die Rickseite
des Halbleiterwafers geschliffen werden kann; und

[0025] Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Halbleiterwafers mit einem auf einer Seite aufge-
brachten Klebeband zum Schutz seiner Bondhugel.

[0026] Im folgenden wird die vorliegende Erfindung
unter Bezugnahme auf den Fall beschrieben, in dem
Halbleiterchips oder Einzelchips an eine CSP-Leiter-
platte gebondet werden, die Zwischenrdume zwi-
schen den Einzelchips und der Platte mit Harz gefillt
und die oberen Flachen der Einzelchips geschliffen
werden.

[0027] Wie aus Fig. 1 erkennbar, wird eine Trenn-
vorrichtung 10 zu Zertrennen bzw. Vereinzeln von
Halbleiterwafern verwendet. Alle Halbleiterwafer W
werden durch Klebebander T an Tragern oder Rah-
men F befestigt, und die Wafer-Rahmen-Kombinatio-
nen in einer Kassette 11 aufeinandergelegt.

[0028] Eine ausgewahlte Wafer-Rahmen-Kombina-
tion wird durch eine Tragereinrichtung 12 aus der
Kassette 11 zu einem vorlaufigen Speicherbereich 13
transportiert, und dann wird die Wafer-Rahmen-Kom-
bination an eine erste Transporteinrichtung 14 ange-
saugt. Die erste Transporteinrichtung 14 dreht sich,
um die Wafer-Rahmen-Kombination zu einem Auf-
spannteller 15 zu bringen. Beim Auflegen der Wa-
fer-Rahmen-Kombination auf den Aufspannteller 15
wird sie angesaugt und darauf festgehalten.

[0029] Dann wird der Aufspannteller 15 in Richtung
der X-Achse bewegt, um die Wafer-Rahmen-Kombi-
nation unmittelbar unter eine Justiereinrichtung 16 zu
bringen, so dal} die kreuzweise angeordneten Ritz-
grében S mit Hilfe des Mustervergleichsverfahrens
erfalt werden kdnnen. Auf diese Weise wird eine
Trennscheibe 17 auf einen ausgewahlten Ritzgraben
S in Richtung der Y-Achse ausgerichtet. Danach wird
der Aufspannteller 15 in Richtung der X-Achse be-
wegt, damit die Trennscheibe 17 den Halbleiterwafer
W entlang dem ausgewahlten Ritzgraben S trennen
kann.

[0030] Das Trennen wird kreuzweise entlang den
Ritzgraben S wiederholt, um den Halbleiterwafer W in
kleine Quadrate oder Einzelchips zu trennen, wie aus
Fig. 2 ersichtlich (Vereinzelungsschritt). Jeder Ein-
zelchip P weist mehrere Bondhlgel 20 auf, wie aus
dem eingekreisten Teil von Fig. 2 erkennbar.

[0031] Die vereinzelten Wafer-Rahmen-Kombinati-
onen werden durch eine zweite Transporteinrichtung
18 zu einer Waschstation 19 beférdert, in der sie ge-
waschen werden. Danach werden sie durch Schleu-
dern getrocknet, und die trockenen Artikel werden
durch die erste Transporteinrichtung 14 transportiert,
um in dem vorldufigen Speicherbereich 13 abgelegt
zu werden. Schlief3lich werden sie durch die Trager-
einrichtung 12 zur Kassette 11 transportiert.
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[0032] Vereinzelte Wafer-Rahmen-Kombinationen
werden nacheinander aus der Kassette 11 entnom-
men, und von den Klebebandern T werden Einzel-
chips P entfernt (Abnahmeschritt). Jeder Einzelchip
P wird auf eine CSP-Leiterplatte 21 aufgelegt, wobei
seine Bondhiigel 20 auf ausgewahlte Elektroden der
Leiterplatte 21 aufgesetzt und die Bondhigel 20 an
die Elektroden angelotet werden, wie aus Fig. 3 er-
kennbar.

[0033] Abweichend von der herkdmmlichen Reihen-
folge, bei welcher der Bondschritt auf den Schleif-
schritt folgt, wird das Bonden ausgeflihrt, bevor die
bondhiigelfreien Oberflachen der Einzelchips P ge-
schliffen werden, und daher bleibt jeder Einzelchip P
dick genug, um sowohl dem Druck, der beim Bonden
auf den Einzelchip P ausgeibt wird, als auch der
Spannung zu widerstehen, die aufgrund der Warme-
ausdehnung zwischen dem Einzelchip P und der
CSP-Leiterplatte 21 entsteht. Daher ist nicht zu be-
furchten, daf die Einzelchips P beim Bonden reilRen
oder brechen.

[0034] Beim Bonden der Einzelchips P an die
CSP-Leiterplatte 21 entsteht zwischen den Einzel-
chips P und der CSP-Leiterplatte 21 ein Zwischen-
raum von der Hohe der Bondhiigel 20 (siehe Fig. 3).
Der Zwischenraum wird mit Harz gefullt, um die Ein-
zelchips fest an der CSP-Leiterplatte 21 zu fixieren
und die elektrische Leitung zwischen jedem Bondhu-
gel und der Gegenelektrode zu sichern (siehe Fig. 4:
Integrationsschritt).

[0035] Nach Beendigung der Vereinzelungs- und In-
tegrationsschritte in der genannten Reihenfolge er-
geben sich CSP-Leiterplatten 21, auf denen jeweils
mehrere Einzelchips P montiert sind, wie in Fig. 5
dargestellt. Die flachen oder bondhugelfreien Ober-
flachen der Halbleiterchips oder Halbleiterkérper P
kdnnen durch die Schleifvorrichtung 30 geschliffen
werden, wie in den Fig. 6 und 7 dargestellt.

[0036] In Fig. 6 weist die Schleifvorrichtung 30 auf
ihrem Bett 31 einen Drehtisch 32 auf, und auf dem
Drehtisch 32 sind zwei Aufspannteller 33 angebracht.
In jedem Aufspannteller 33 ist eine Saugflache 34
ausgebildet, und eine ausgewahlte CSP-Leiterplatte
21 wird mit der flachen oder bondhtigelfreien Flache
jedes Einzelchips P nach oben auf die Saugflache 34
aufgelegt und darauf angesaugt. Der Aufspannteller
33 kann durch einen Servoantrieb 36 und einen da-
zugehorigen Codierer 37 unter der Steuerung einer
Zentraleinheit (CPU) 35 gedreht werden, wie aus
Fig. 7 ersichtlich.

[0037] InFig. 7 steht eine aufrechte Wand 39 an der
Ruckseite des Betts 31, und an der Vorderseite der
aufrechten Wand 39 sind zwei parallele Schienen 40
befestigt. An der Riickseite der aufrechten Wand 39
erstreckt sich in vertikaler Richtung eine Schrauben-

spindel 41. Die Schraubenspindel 41 ist mit einem
dazugehdrigen Schrittmotor 43 verbunden, der durch
einen von der CPU 35 gesteuerten Schrittmotoran-
trieb 42 angetrieben wird. Ein beweglicher Block 44
befindet sich im Gewindeeingriff mit der Schrauben-
spindel 41. Bei einer Drehung des Schrittmotors 43
unter der Steuerung der CPU 35 wird die Schrauben-
spindel 41 in Drehung versetzt, um den beweglichen
Block 44 anzuheben oder abzusenken. Der bewegli-
che Block 44 ist mit einer Gleitplatte 45 an der Vor-
derseite der aufrechten Wand 39 verbunden. Die
Gleitplatte 45 lauft auf den parallelen Schienen 40
und tragt eine Schleifeinheit 46. Bei dieser Anord-
nung wird durch Drehung der Schraubenspindel 41
die Schleifeinheit 46 durch die Kombination aus dem
beweglichen Block und der Gleitplatte auf und ab be-
wegt.

[0038] Die vertikale Position des beweglichen
Blocks 44 kann an einer linearen Skala 47 bestimmt
werden, die an der Rickseite der aufrechten Wand
39 befestigt ist. Als Reaktion auf die momentane Po-
sition der Schleifeinheit 46, angegeben in Einheiten
der linearen Skala 47, fihrt die CPU eine genaue
Steuerung der Vertikalbewegung der Schleifeinheit
46 aus.

[0039] Wie aus den Fig. 6 und 7 erkennbar, weist
die Schleifeinheit 46 eine Drehspindel 49 in ihrem
Gehéause 48 auf, und an der Spitze der Drehspindel
49 ist mittels einer dazugehérigen Halterung 50 eine
Schleifscheibe 51 befestigt. Ein Teil der Schleifschei-
be 51 wird von einem Schleifstein 52 gebildet.

[0040] Beim Schleifen der oberen Flachen 22 der
Einzelchips P durch die Schleifvorrichtung 30 werden
zwei CSP-Leiterplatten 21 jeweils auf die Saugfla-
chen 34 der Aufspannteller 33 aufgelegt und ange-
saugt.

[0041] Der Drehtisch 32 wird um einen solchen Win-
kel gedreht, dal® eine ausgewahlte CSP-Leiterplatte
21 direkt unter der Schleifeinheit 46 angeordnet wer-
den kann. Die Schleifeinheit 46 wird durch Drehen
der Spindel 49 so abgesenkt, dal sie an die Einzel-
chips P anstoflt, wodurch deren obere Flachen mit
dem Schleifstein 52 um den gleichen Betrag abge-
schliffen werden kénnen (Schleifschritt).

[0042] Alle Einzelchips P werden an der CSP-Lei-
terplatte 21 befestigt, indem ihre Bondhigel an die
Elektroden der Platte 21 angel6tet werden und der
Zwischenraum zwischen Einzelchips und Platte mit
Harz gefillt wird, und daher wird die Spannung, die
durch den Angriff des Schleifsteins 52 an den Ober-
seiten der Einzelchips P verursacht wird, gleichma-
Rig Uber die gesamte Oberflache der darunterliegen-
den Platte 21 verteilt. Auf diese Weise kdnnen keine
Einzelchips P reilRen oder brechen, wahrend sie ge-
schliffen werden, und daher kénnen Einzelchips dun-
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ner geschliffen werden als bisher zulassig. Fur den
Schutz der Bondhiigel ist kein Klebeband erforder-
lich, und daher ist nicht zu befiirchten, daf® die Quali-
tat von Halbleiterprodukten durch den zurtickbleiben-
den Klebstoff beeintrachtigt werden kann.

[0043] Vorteilhafterweise ist es unnétig, die Hohe
der Bondhugel auf weniger als den erforderlichen
Wert von etwa 0,09 bis 0,10 mm zu verringern, weil
ein Bruch von Einzelchips befurchtet wird, der an-
dernfalls beim Schleifen oft verursacht wirde, wie
man es beim herkdmmlichen Verfahren erlebt. We-
gen des Vorbondens und der Harzabdichtung kon-
nen weder ein Bruch von Einzelchips noch eine Un-
terbrechung zwischen Elektroden und Bondhigeln
hervorgerufen werden.

[0044] Aullerdem ermoglicht das gleichzeitige
Schleifen von Einzelchip-Leiterplatte-Kombinationen
vorteilhafterweise, dall einzelne Halbleiterkdrper
eine genau gesteuerte gleiche Dicke aufweisen und
daher alle Halbleiterprodukte von gleichmaRig hoher
Qualitat sein kénnen.

[0045] Das Schleifen nach dem Vereinzeln ermdg-
licht, dal winzige Spane, die im Verlauf des Verein-
zelns entstehen, von den Einzelchips entfernt wer-
den.

[0046] In dieser speziellen Ausflihrungsform wird
das erfindungsgemale Verfahren in der Anwendung
auf eine CSP-Leiterplatte beschrieben, auf deren
Oberflache Halbleiterchips angebracht sind. Es kann
ebenso auf eine BGA-Leiterplatte oder eine
Flip-Chip-Leiterplatte angewandt werden.

[0047] Anstelle des Bondens und Verfillens mit
Harz kdnnen Bondhugel durch einen isotropen Leiter
an Gegenelektroden gebondet werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Schleifen von Halbleiterkor-
pern, das die folgenden Schritte aufweist:
Vereinzeln eines Halbleiterwafers (W) mit auf einer
Oberflache ausgebildeten Bondhiigeln (20) zu ge-
trennten Einzelchips (P);
Aufsetzen der Einzelchips (P) auf eine Leiterplatte
(21) mit ihren flachen, bondhugelfreien Oberflachen
(22) nach oben;
Bonden jedes Einzelchips an einen gewahlten Be-
reich der Leiterplatte (21) mittels seiner Bondhigel
(20), wodurch eine Einzelchip-Leiterplatte-Kombina-
tion gebildet wird; und
Festhalten der Einzelchip-Leiterplatte-Kombination
auf dem Aufspannteller (33) einer Schleifvorrichtung
(30), um die flachen, bondhtigelfreien Oberflachen
(22) der Einzelchips (P) so zu schleifen, dal} sie eine
vorgegebene verminderte Dicke aufweisen kénnen.

2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Schleifen von
Halbleiterkérpern, wobei die Leiterplatte (21) eine
Platte ist, deren Oberflache fiir die Montage von Tei-
len vorgesehen ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG. 1
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